OE3UPK Septembar 2008.

Tehnoloski podaci za 250 nm rezolucqu A=0,12 um; Vpp=2,5V; Cox =6 fF/umz; Chaire= 1,7 fF/umz;
Chpaitr= 2 fF/pm Cmi =35 aF/um Cp=15 aF/um Ruairr=5 Q/0; R, pdoff= 4 Q/o; Rpey= 4 Q/0;
Runio= Rimo= 70 mQ/o; | V7 [=0,5 V; K’y = 125 IuA/v2 K'p = -25 BA/VZ; Capotyesur = 101 aF/pm?

1. a) [12] Nacrtati elektricnu Semu jedne Celije SRAM-a i odrediti veliine svih tranzistora u
¢eliji (sa obrazlozenjima).

b) [8] Nacrtati stik dijagram i priblizno odrediti povrsinu Celije.

¢) [3] Koje ste tehnoloske slojeve koristili za linije podataka, za napajanja i za liniju selekcije
reda (obrazlozite izbor)?

d) [7] Pomocu skice prikazati nacin povezivanja ¢elija u memorijski blok i1 proceniti povrsinu
koju zauzima 16 celija (4x4).

2. [30] Logicka struktura prikazana na slici 1 pobuduje izlazne padove koji su realizovani u
sloju metala 1. Sva tri pada su oblika kvadrata ¢ija je stranica duzine 200um. Odrediti veli¢ine
tranzistora u svim logickim kolima prikazanim na slici 1, tako da kasnjenje po oznacenoj
putanji bude minimalno. Sve veze se mogu tretirati kao kratke. Kola su realizovana u 250nm
tehnologiji.
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3. a) [12] Funkciju F = AB+C realizovati u CPL logickoj familiji.

b) [8] Za kolo prikazano na slici 2. odrediti logi¢ku funkciju, kojoj logi¢koj familiji pripada 1
navesti koje su osnovne osobine te familije.

4. a) [7] Sta je skin efekat i kako uti¢e na performanse linija veza? Kako se izborom materijala i
dimenzija provodnika moze smanjiti uticaj skin efekta?

b) [8] Izvesti ElImorovu formulu za kasnjenje po dugoj liniji veze. Na osnovu kog parametra
se procenjuje da li je linija "kratka" ili "duga" i ¢ime je odreden taj parametar?

c) [5] Navesti kako se priblizno menjaju osnovne osobine kola realizovanih u novoj
tehnoloskoj generaciji u odnosu na prethodnu.

Ispit traje tri sata.



